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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體元件，包括：
一基板，具有一第一表面以及與該第一表面相對的一第二表面；

複數個第一穿基板通孔，貫穿該基板；

複數個第一絕緣片段的複數個第一嵌入部分，設置在該複數個第一穿基板通孔中；以及

複數個第一襯層，該複數個第一襯層的每一者設置在該複數個第一穿基板通孔的一者的

一側表面上，並且位於該複數個第一穿基板通孔的該側表面與該複數個第一絕緣片段的

一者之間，

其中該複數個第一絕緣片段及該複數個第一襯層藉由該基板的該第二表面而暴露，

其中該複數個第一絕緣片段的每一者還包括一第一延伸部分，設置在該第一嵌入部分及

該基板的該第一表面之上。

2.　如請求項 1所述的半導體元件，其中該基板包括一摻雜區，設置在該基板的該第一表面
中及該複數個第一穿基板通孔的該複數個側表面上。

3.　如請求項 2所述的半導體元件，其中該第一延伸部分的一寬度大於該第一嵌入部分的一
寬度。

4.　如請求項 3所述的半導體元件，其中該第一絕緣片段包括一 T形剖面輪廓。
5.　如請求項 4所述的半導體元件，其中該第一延伸部分及該第一嵌入部分由一相同材料製
成。

6.　如請求項 4所述的半導體元件，其中該第一延伸部分及該第一嵌入部分包括不同的材
料。

7.　如請求項 4所述的半導體元件，還包括一填充層，設置在該第一表面上，其中該填充層
圍繞該複數個第一絕緣片段的該複數個第一延伸部分。

8.　如請求項 7所述的半導體元件，其中該填充層由氮化矽製成。
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9.　如請求項 8所述的半導體元件，還包括一字元線硬罩幕層，設置在該填充層及該複數個
第一絕緣片段的該複數個第一延伸部分之上。

10.   如請求項 9所述的半導體元件，其中該基板包括一第一區域及一第二區域，其中該複數
個第一穿基板通孔設置在該第一區域中。

11.   如請求項 10所述的半導體元件，其中該半導體元件還包括：
一第二穿基板通孔，在該第二區域中貫穿該基板；

一第二絕緣片段的一第二嵌入部分，設置在該第二穿基板通孔中；以及

一第二襯層，設置在該第二穿基板通孔的一側表面上，並且位於該第二穿基板通孔的該

側表面與該第二絕緣片段之間，

其中該第二絕緣片段及該第二襯層藉由該基板的該第二表面而暴露。

12.   如請求項 11所述的半導體元件，其中該摻雜區也設置在該第二穿基板通孔的該側表面
上。

13.   如請求項 12所述的半導體元件，其中該第二絕緣片段還包括一第二延伸部分，設置在該
第二嵌入部分及該基板的該第一表面之上。

14.   如請求項 13所述的半導體元件，其中該第二延伸部分的一寬度大於該第二嵌入部分的一
寬度。

15.   如請求項 14所述的半導體元件，其中該第二絕緣片段包括一 T形剖面輪廓。
16.   如請求項 15所述的半導體元件，其中該第二延伸部分及該第二嵌入部分由一相同材料製

成。

17.   如請求項 15所述的半導體元件，其中該第二延伸部分及該第二嵌入部分包括不同的材
料。

18.   如請求項 15所述的半導體元件，其中該第二嵌入部分的該寬度大於該第一嵌入部分的該
寬度。

19.   如請求項 15所述的半導體元件，其中該第二延伸部分的該寬度大於該第一延伸部分的該
寬度。

圖式簡單說明

參閱實施方式與申請專利範圍合併考量圖式時，可得以更全面了解本申請案之揭示內

容。需注意的是，依照業界標準慣例，各特徵並未依比例繪製。事實上，為了討論的清楚

性，各種特徵的尺寸可以任意增加或減少。

圖 1是流程圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製造方法。
圖 2至圖 17是剖面圖，例示本揭露一些實施例的半導體元件的製造流程。
圖 18是流程圖，例示本揭露各個實施例的半導體元件的製造方法。
圖 19至圖 29是剖面圖，例示本揭露各個實施例的半導體元件的製造流程。
圖 30是剖面圖，例示本揭露各個實施例的半導體元件。
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